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１．概要（Summary） 

次世代のパワーデバイス材料として研究が進められて

いる炭化ケイ素(SiC)において、低抵抗なオーミックコンタ

クトの形成は重要な課題の一つである。本研究室ではア

モルファス Si 層を SiC 上に堆積後、加熱処理を行うシリ

コンキャップアニールを行うことで、金属堆積後の熱処理

を行わずにオーミックコンタクトを形成する手法を見出して

いる[1]。本研究で電気特性の解析によりはシリコンキャッ

プアニール(SiCA: silicon cap anneal)が SiC表面に与

える影響を評価した。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 ダイサー 

 

【実験方法】 

熱伝導率が高い SiC の熱処理において昇温と降温レ

ートを正確に制御するためには基板の大きさが等しいこと

が要求される。硬度が高く、劈開による基板カットが難しい

SiCをダイサーにより1cm角の大きさに正確にカットした。

洗浄を行った後、アモルファス Si 層を 25nm スパッタリン

グ法により堆積させ、SiCA処理を 800~1280℃の範囲で

行った。その後、Al を堆積させフォトリソグラフィを用いて

電極パターンを形成後、80℃の Pure-etch を用いて Al

電極をマスクとして電極部分以外の Si層を除去した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製したサンプルから得られた I-V特性を Fig.1に

示す。800~1000℃でアニールを行ったサンプルにお

いては整流特性を示し、1100~1280℃でアニールを行

ったサンプルはオーミック特性を示した。また、コン

タクト抵抗率はそれぞれ 1.3, 1.1, 1.0×10-3 Ω cm2と

なり、1280℃でアニールしたサンプルが最も低いコン

タクト抵抗率を示した。Figure 2 に SiCA 後の表面

SEM 像を示す。熱処理温度が 1000℃を超えると Si

層の凝集が確認され、Si層が凝集した温度と電流値が

増大する処理温度が一致していることが明らかとな

った。これらのことから Si 層の凝集に伴い SiC 表面

のポテンシャルが変調され、オーミックコンタクトが

形成されていることが示唆された。今後は SiCA処理

後の SiC表面状態を明らかにしていく予定である。 
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Fig.2 SEM images of Si/SiC 

 surface after SiCA. 

Fig. 1 I-V 

characteristics of 

the Al/Si/SiC 

samples formed at 

different Tmax. 


